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1N4531 bis 1N4534, 1N4536
Silizium-Planar-Schaltdiode

Mikrominiaturbauform

Extrem stabile, zuverldssige und schnelle Schaltdiode
Elektrisch gleichwertig:

1N4531 | 1N914 1N4532 | 1N3064

1N4533 [ 1N3605 1N4534 [ 1N3606
1N4536 [ 1N4009

Mechanische Daten®

Das glaspassivierte Silizium-Planar-Kristall ist in einem Glasgehfuse hermetisch eingebaut. Hoch-
temperatur-Verbindungsstellen zwischen Kristall und Kontaktanschlissen garantieren fir guten
Kontakt, selbst bei extremsten Umweltbedingungen.
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= Farbrirg am Kalhodenende
Absolute Grenzwerte 1M4531 1N4533 1N4534 1MN4536
1M4532
Spitzensperrspannung EV 40V BV aBv
* Sperrspannung mBY 40V 50V %Y
* Dauerverlustieistung bel (oder unter) - 500 mW —
25 °C Umgebungstemperatur (Bem. 1)
* Lagerungstemperatur + —65°C bis 4+200°C —*
* Drahttemperatur im Abstand von 1,6 mm vom -— 300 °C

Gehause fur 10 s

Bemerkung:

1, Lineare Reduzierung auf 200 °C Umgebungstemperatur mit 2,85 mW/[*C.

+* JEDEC registriert.
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Elektrische Kennwerte* bei 25 “C Geh#dusetemperatur (wenn nicht anders angegeben)

Parameter Prifbedingungen 1M4531  1N4532 1N4533  1N4534 1N4536  Einh.
min max min max min max min max min max
Uer) Durchbruchspannung g = 5 pA ] 75 40 75 a5 ¥
I = 100 A 100 ')
= Reststrom Ug =20V 0,025 nhA
Ug=20V, Tpg=150"°C B0 nA
Ug =25Y 01 wA
Ur=25%Y, Uyg=150°C 100 wA
Up =30V 0,05 )
Up= 30V, Ty=150°C 50 nh
Ug =560V 01 0,05 A
Up =50V, Tg=150"C 100 50 wh
Ugp FluBspannung lp =01 ma 0,49 0,55 049 0,55 v
Ip = 0,25 mA 0,53 0,59 0,53 0,59 L)
IFp=1mA 0,59 067 0,59 0,67 ")
Ip = 2 mA 082 0,70 082 0,70 v
Ig = 10 mA 1 1 0,70 081 0,70 081 v
lp = 20 mA 0,74 0,88 074 0,88 L)
lgp = 30 mA 1 v
Cr HKapazitat Ug =0, f=1MHz 4 2 z 2 4 pF

Betriebsdaten* bei Ty = 25°C

Parameter Prifbedingungen 1M4531 1N4532  1N4533 1N4534  1N4538 Einh.
min max min max min max min max min max

ter Sperrver- Ip = 10 ma, Ilpq = 10 mA, 4 4 4 4 ns
Zogerungsreit frr=1mA, Rr=100Q
{s. Bild 1) (Bed. 1)
lp=10mA, Vr=6VY, 4 2 2 2 2 ne
ipr=1mA, Rr=1002
{z. Bild 1) (Bed. 2)
UrMirec) FluBwiederkehr- Ip = 100 mA, R = 50 @ 3 v
Spannung (=. Bild &)

* JEDEC registriert.
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Parameter-MeBbedingungen

0,2 pF Prufling
Eingang @ } 4—”—0—(@ Ausgaong
10k 2,5 k
zum Einstellen von
01pF IF = 10 mA

Test-Schaltung

R—

Bedingung | Bedingung 2

Badingung 1: Eingestelltes
Uein fllr lga = 10 mA

Bedingung 2: Eingestelites

Ugin fir Ug = 6V i ter |
Eingangsspannungs-
Iimpulsform (Bem. a) Ausgangsstromkurven (Bem. b)

Bild 1 — Sperrverzdgerungszeit

Bemerkungen:

g) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Zpus = 50, tr =< 0,5 ns, tp = 100 ns.

b} Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht:
tr = 0.6 ns, Lein = 50 Q.
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Eingesielit auf
Ig = 100 ma

Eingang

00

Eingang

2003

Prifling Ausgang UPM [rec)

Testschaltung Spannungsimpulsform
(Bam. c und d}

Bild 2 — FluBwiederkehrsspannung

Bemerkungen:

¢) Der Eingangsimpuls wird von einem Generator mit folgender Charakteristik geliefert:
Zans = 50 Q, tr << 30 ns, tp = 100 ns, f = 5—100 kHz.

d) Die Ausgangsimpulsform wird an einem Oszillographen mit folgenden Daten sichtbar gemacht:
tr< 15 ns, Retn = 1 M@, Cain < 5 pF.

® JEDEC registriert.
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